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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝回收利用方法，其特徵為，包括：回收要再利用的半導體封裝的步驟；
將所述回收的多個半導體封裝裝載在形成有多個大小與半導體封裝對應的開口部的夾具

的步驟；重新模製裝載在所述夾具上的半導體封裝的模製面的步驟；以及切割所述重新

模製的半導體封裝的步驟，經由所述重新模製的半導體封裝的厚度增加了 50至 1000μm，
回收所述半導體封裝的步驟，包括：從疊層 2個以上的半導體封裝而形成的疊層型半導
體封裝分離出要再利用的半導體封裝的步驟；以及去除形成在所述分離的半導體封裝的

另一面的焊球的步驟。

2.　根據申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝回收利用方法，其特徵為，所述重新模製的
步驟在 170℃至 180℃下執行。

3.　根據申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝回收利用方法，其特徵為，所述夾具由金屬
板而形成，在一面附著有與所述半導體封裝的另一面相對的密封部件。

4.　根據申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝回收利用方法，其特徵為，在所述裝載步驟
中，所述回收的半導體封裝連續排列在所述夾具上。

5.　根據申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝回收利用方法，其特徵為，用於所述重新模
製的環氧樹脂模塑料的玻璃轉移溫度為 180℃以上。

6.　根據申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝回收利用方法，其特徵為，進一步包括：在
所述重新模製步驟以後對所述要再利用的半導體封裝的另一面附著焊球的步驟；以及在

所述附著焊球的步驟以後，對所述重新模製面進行鐳射打標的步驟。

7.　一種回收利用半導體封裝，其特徵為，回收要再利用的半導體封裝，重新模制所述回收
的半導體封裝的模製面，重新模製的半導體封裝的厚度增加了 50至 1000μm，所述模製
面系印有要再利用的半導體封裝的信息的面。

圖式簡單說明
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圖 1是根據本發明的半導體封裝的截面圖。
圖 2是根據本發明的回收利用半導體封裝的前處理工程順序圖。
圖 3是根據本發明的夾具的立體圖。
圖 4是根據本發明的重新模製的半導體封裝的模製面的示意圖。
圖 5是沿圖 4的 A-A線的截面圖。
圖 6是通過本發明的一實施例的工程裝載半導體封裝的狀態的夾具的示意圖。
圖 7是根據本發明的半導體封裝回收利用方法的流程圖。
圖 8是根據本發明的疊層的半導體封裝的模式圖。
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